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Tabela 1. Pomiar charakterystyk pragdowo-napigciowych Iy = f(Uf)
diod elektroluminescencyjnych.

Ur [V]

Ir [mA]
D1 D2 D3 D4

Tabela 2. Pomiar charakterystyk pradowo-napigciowych fotorezystora
I=1(U) przy E = const.

otwiaienia | UIV]
E{=..... I'[mA]
Ey=.... I [mA]
E3=...... I [mA]

Tabela 3. Pomiar charakterystyk pradowo-napieciowych fotodiody
Ig = f(Ugr) przy E = const.

otmitionia | URIV]
Ei= ., Ir [nA]
Ey=...... Ir [pA]
E3=.... Ir [pA]




Tabela 4. Pomiar charakterystyk sterowania fotoogniwa
Ip =1f(E) oraz Up=1{(E) przy Ry = const.

Rezyst'anc'Ja E [Ix]

obcigzenia
Rp=.......... Ip [nA]
Ry = Up [mV]

Tabela 5. Pomiar charakterystyk pragdowo-napieciowych fototranzystora
IC = f(UCE) przy E = const 1 RL S

oswiatienta | Ver V]
E{=... Ic [mA]
Ey=..... Ic [mA]
E3=.... Ic[mA]




Opracowanie wynikow.

1. Wykresli¢ na wspdlnym wykresie charakterystyki Ir = f(Uy) zbadanych diod
elektroluminescencyjnych.

2. Wykresli¢ rodzing charakterystyk I = f(U) fotorezystora.

3. Na podstawie charakterystyk statycznych obliczy¢ rezystancje R fotorezystora, dla
poszczegbdlnych wartosci natgzenia o§wietlenia E.

4. Wykresli¢ rodzing charakterystyk Ir = f(Ugr) fotodiody.

5. Wykresli¢ rodzing charakterystyk wyjsciowych I¢c = f(Ucg) fototranzystora.

6. Wykresli¢ rodzing charakterystyk sterowania fotoogniwa.

Do sprawozdania nalezy dotaczy¢ sporzadzone wykresy, przykladowe obliczenia
oraz wnioski.



